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TERMOELEKTRIK MATERIALNI LEGIRLASHDA
XAL’KOGENIDLARNING TA’SIRI.
T.M. Azimov, D.Azamova

Farg ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada termoelektr vakuumda inert gaz bosimi ostida
olingan. Bi, Sb va Te asosidagi yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallarga Te, Se
va S aralashmalari kiradi. Olingan yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallarning
elektrofizik xususiyatlari o'rganildi.

Tayanch so'z va iboralar: sublimasiya, xalkogen, legirlash, konvyeksiya,
kompensasiya.

Ma’lumki legirlashga yaroqli asos olishda qotishma ustidagi bo‘shlig ham
termoelektrik materiallarning xossalariga ta’sir qiladi [1]. Uning ta’sir qilishiga
asosiy sabab qotishma solingan po‘lat silindr inert gaz bilan to‘ldirilganligidir,
silindrning ustki qismi sovutilib, ostki qismi isitilganligi sababli, po‘lat silindr ichida
konvyeksiya hodisasi sodir bo‘ladi.

Bunda erish temperaturasidan oldin, sublimasiyalanuvchi materiallar osongina
chigib ketadi. Bu esa qotishma tarkibini buzilishiga ya’ni stexiometrik tarkibini
o‘zgarishiga olib keladi va o°‘z-o‘zidan ma’lumki, tarkib buzilishi termoelektrik
materialning xossasini buzilishiga sabab bo‘ladi. Shu sababli ochiq kalta kvars tigelda
legirlashga yaroqli asos olish uchun, uchib chiqib ketayotgan moddaning

kompensasiyalash, hamda qotishma xossasini legirlashga yaroqli bo‘lishi uchun
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qo‘shimcha xalvkogenidlar ya’ni tellur, selen va oltingugurt kiritish kerak[3].
Quyidagi  jadvalda  qotishmaga  kritilayotgan  qo‘shimcha  xalpkogenlar:
konsyentrasiyasini o‘zgarishi bilan termoelektrik xossalari, elektr o‘tkazuvchanlik o
va termoelektr yurituvchi kuch koeffisiyentini a qanday o‘zgarishini ko‘rsatilgan.
Legirlashga yaroqli asos o =6000m"'cn™, va a =200mxe/ zpao [2] necha foiz xalpkogen

qo‘shimchalar qo‘shishda hosil bo‘lishini ko‘rish mumkin. (jadval-1)

Jadval-1.
Qotishma Qo‘shimcha Solishtirma  elektr | TermoEYUK | Qoxkishmaning
tarkibi. xal’kogen % | o‘tkazuvchanlik koeffisiyenti uchish
og‘irlik hisobida o =10000m 'en™! a, MK8 | epao hisobiga
kamayishi
M,%
L 145 +190 0,51
0.6 Te 326 =227 0,58
Bi—54,1678 0,7 400 -222 0,63
Te-39,6924 0.8 493 -209 0,65
Se—6,1398 0.9 570 195 0,66
1,0 660 -170 0,68
L 145 +190 0,51
0.4 Se 336 -232 0,52
Bi—54,1678 0,5 603 -198 0,55
Te—39,6924 0,8 955 -133 0,57
Se—6,1398
L 145 +190 0,51
0,15 100 -3 0,52
Bi—54,1678 02 S 306 -255 0,54
Te—39,6924 0,22 565 -193 0,55
Se—6,1398 0.25 637 171 0,56

1 - jadvaldan ko‘rinadiki yarimo‘tkazgich termoelektrik moddalar tarkibiga moddalar
tarkibiga Tellur qo‘shimcha kiritilganda - legirlashga yaroqli asos 0,9% og‘irlik

hisobidan, qo‘shilganda uning qiymati: o =5700m"'cn™, a0 =195mxe/ 2pao x0sil bo‘lishi
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Moddalar tarkibiga Selen qo‘shilganda legirlashga yaroqli asos 0,5% og‘irlik
hisobidan qo‘shimcha qo‘shilganda uning qiymati: o =6030m"'cn™,a =198mke/ 2pao
hosil bo‘lishi va oltingugurt qo‘shilganda legirlashga yaroqli asos 0,22% og‘irlik
hisobidan, qo‘shimcha kiritilganda uning qiymati: o =5650m"cn™,a =193 mké/ 2pad
xosil bo‘lganligini ko’rish mumkin. Tajribada olingan natijalarni taqqoslab shuni
aytish mumkinki, Mendeleyev davriy sistemasidagi xal’kogenidlarning tartib
nomerini ortishi bilan ularning aktivlik darajasi kamayib borishi aniglandi.

Moddalarning erish vaqtidagi uchib chiqib ketishi, tarkibga Tellur qo‘shimcha
qo‘shilganida, modda miqgdorlari kamayishi yuqori, bo‘lganligi sababi Tellur 451°S
eriydi temperatura 300°S dan ortganda u sublimasiyalanadi. Shu sababli tarkibga
tellur qo‘shilgandagida moddaning uchib chiqishi yugoriroq bo‘ladi.
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Annotatsiya: Maqgolada termoelektr modullar ular uchun ishlab chiqarishda

issiqlik almashtirgichlar bilan maxsus alyuminiy va mis kontaktlarida issiqlik

194



